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以下である｡ 濃度はEtch:lTj_isl の計数で求め､又転位はrandomに分布 して
いることが分った｡





したDexter-SeiもZの結果 1/I-1･84×104草 とは､温度依存性 も絶対値に
合わぬ｡ これは大きな歪に対 して歪ポテンシャルの方法がよくないことを示す ｡








及び空格子点の挙動を調べた｡その結果 よb不純物としてAsを doped した




焼鈍 Lminoritycarrierの iifeti.meを郵定 した結果 reversea工卜
nealyがみとめられた｡ このことはreverseaIユnealyが欠陥の消波過程
としてではな く､新 しい欠陥が焼鈍過程で生ずるものと考え られるoまた不
純物濃度を上げるとTeVerSeannealyのあらわれる程度は少 くなる｡
(2)As→ユopedのものにおhてはvalenceband･よbO･18eVのところに










助 野 雅 子
半導体の電気的性質は格子欠陥に対 し非常に敏感であるので半導体の放射線
損傷による格子欠陥の研究は非常に興味あるもの と考え られる｡ Siは contac七
をつ くる ことが非常に困難であ9､又contac耳 による何 らかの汚染が心配さ
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